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【背景】黒鉛を溶液中で酸化させると剥離が起こり，一層からの酸化グラフェン(GO)が得られる。

この GO は還元を行うことで，塗布製膜可能で高い機械的強度を持つ電極材料として応用できる。

電極材料の仕事関数は電荷注入障壁などデバイスの特性に影響を与える。特に仕事関数の低い Ca

電極(2.9 eV)を用いれば，一般に p 型有機半導体として使われるペンタセンを n型動作させること

が可能となる[1]。我々はこれまでグラフェンの仕事関数制御について研究を行っており，窒素[2]や

水素[3]プラズマ処理による仕事関数の変調を報告している。今回我々はプラズマ処理を用いて GO

電極の仕事関数制御を試み，それによるペンタセン FET の特性変化を調べた。 

【手法】改良 Hummers 法で作った GO 溶液を Si または SiO2 基板上に塗布することで，GO 薄膜

を製膜した。製膜後ヒドラジン曝露し，超高真空中で加熱還元した GO (RGO)を，H2または N2 雰

囲気下で RFプラズマ(10W, 10 min)に曝露した。元素分析には X 線光電子分光法(XPS)を，仕事関

数の評価には紫外線光電子分光法(UPS)を in situで使用した。

FET デバイスは GO 電極をパターニングし，その上にペンタ

センを蒸着して作製した。 

【結果】 Fig. aに GO の UPS スペクトルと仕事関数の値を示

す。加熱還元した RGOの仕事関数は 4.6 eV である。RGO に

水素プラズマ(10 Pa)を照射すると仕事関数は 3.7 eV に低下し

た。次に窒素プラズマ(1 Pa)により窒素をドープした RGO に

対して水素プラズマ処理を行った。それにより Ca に匹敵す

る 3.0 eV まで仕事関数が減少した RGO (NH-RGO)の作製に

成功した。これは水素と窒素原子からの電子供与と，表面に

できたC-Hダイポールの効果と考えられる。次にRGOとNH-

RGO を電極に用いてペンタセン FET デバイスを作製し，そ

の特性を調べた。RGO(Fig. b)と比較して，NH-RGO(Fig. c)で

は電荷注入障壁の増加により電流値が大きく低下した。また

高いドレイン電圧を印加した際に電流の立ち上がりが見ら

れ，両極性動作の傾向が見られた。今後条件の最適化による

ペンタセン FET の n型動作を目指す。 
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Fig. (a) UPS spectra of surface 

modified RGO and its work functions. 

(b, c) Output characteristics of the 

pentacene FET with RGO and NH-

RGO electrodes, respectively. 
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